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摘要(译)

微发光二极管结构包括发光堆叠层，绝缘层，第一电极和第二电极。发
光堆叠层包括截头四角锥，其中截头四角锥包括第一侧壁，第二侧壁，
第三侧壁和第四侧壁，并且截头四角锥的顶部具有凹部。绝缘层覆盖发
光堆叠层的第一侧壁，第三侧壁和顶部的一部分。第一电极覆盖发光堆
叠层的第一侧壁，顶部上的绝缘层的一部分和凹槽的底表面。第二电极
覆盖发光堆叠层的第三侧壁，并且顶部上的绝缘层的另一部分通过绝缘
层的开口接触发光堆叠层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bb7681d9-10fa-4883-ad44-2c05b70c4ab0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057119081/publication/US2017309678A1?q=US2017309678A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170309678%22.PGNR.&OS=DN/20170309678&RS=DN/20170309678

